Producao de filmes finos de HfO x por pulverizacéo
catodica reativa

vk() Ivan Rodrigo Kaufmann (ivankauf@hotmail.com), Cristiano Krug
u FRG s Laberat6siode Stperficiese Interfaces Sélidasdas
Institutocded-isica,-UBREGSS
MOTIVACAO RESULTADOS E DISCUSSAO
O germanio (Ge) vem sendo estudado como possivel A julgar pelo espectro apresentado na figura 2, a pureza
substituto do silicio em dispositivos semicondutores de alto dos filmes finos é adequada para o trabalho proposto. Além
desempenho, pois apresenta melhores propriedades de de Hf e O, identifica-se a presenca de Ar, Si e Zr. O Ar é
transporte de portadores de carga [1]. _ originario da mistura gasosa utilizada durante a deposi¢&o
Um dos desafios a serem vencidos & a passivacéo das amostras; o Si deve-se a tracos de substratos
superficial do Ge, isto €, a eliminacdo de estados previamente processados no equipamento de sputtering; e o
eletronicos de superficie através da deposicao de fimes Zr (identificado a partir da cauda existente no sinal devido a
finos de o6xido de hafnio (HfO,). Nesse sentido, a Hf) € um contaminante tipico de materiais & base de Hf,
composicdo e a pureza do HfO, sdo fatores necessarios ao portanto originario do alvo metdlico utilizado nas deposicées.
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alimentado com radiofrequéncia (RF), (figura 1). Utilizamos
alvo de Hf na presenca de uma mistura gasosa de Ar e O,
em pressdo total de 3 mtorr e com substrato de carbono
mantido a 150C. A escolha do processo RF deveu-se a
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Figura 2: Espectro RBS correspondente a amostra produzida
sob os parametros de 80 min, 150 W e 1 sscm de vazdo de O .

possibilidade de envenenamento do alvo (isso é, formacéo ”/g\ 25 .
de uma camada isolante de HfO, sobre o0 mesmo) durante > -2
0 processamento. As variaveis de deposicdo estudadas = 297 _2#
foram: (a) vazéq de O,; (b) poténcia na fonte de RF e (c) & s =
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A figura 3 apresenta a taxa de deposicdo de Hf

Casador de registrada para as diferentes amostras em fungédo da
Impedancia poténcia de trabalho. A inspecdo das condicdes de
deposicao indica que os pontos significativamente abaixo da

linha correspondem as situagdes de maior vazdo de O, nos

experimentos. As baixas taxas de deposicdo nessas
condi¢cdes sdo explicadas pelo envenenamento do alvo de
Hf, cuja possibilidade de ocorréncia ja era prevista.

Figura 1: Esquema simplificado do funcionamento do sputtering RF [2]. CONCLUSC) ES E PERSPECT|VAS

As caracteristicas monitoradas foram (a) quantidade de O trabalho executado neste projeto levou a identificacéo
Hf e (b) composicdo (com énfase na relacéo entre O e Hf). de condigbes apropriadas para a deposigao de filmes finos de
Ambas foram obtidas através de espectrometria de HfO, com a composicdo e a pureza desejadas para a
retroespalhamento Rutherford (RBS) no IF-UFRGS. Essa passivacao superficial de germéanio. Como resultado final
técnica permitiu ainda que se avaliasse a presenca de desse trabalho, estamos aptos a iniciar a fabricacdo de
contaminantes. dispositivos que utilizem HfO, como dielétrico.

Referéncias

[1] CHUI, C.O., ITO, F. e SARASWAT, K.C., IEEE Transactions on Electron Devices 53, 1501 (2006).
[2] STEDILE, FERNANDA CHIARELLO. Tese de Doutorado , IF-UFRGS (1993).

Agradecimentos
FAPERGS, CNPq, CAPES




